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T. ŁUKASIEWICZ, J. ŻMUA: Otrzymywanie monokryształów z roztworów soU stopionych (artyl<ul prze-
glądowy) 

Na przykładzie kryształów o strukturze granatów omówiono metodę krystalizacji z roztworów soli stopio-
nych. Przedstawiono sposoby krystalizacji oraz związane z nimi zagadnienia aparaturowe. Podano ele-
menty teori i wzrostu kryształów oraz omówiono ctiarakterystyczne dla tej metody defekty w kryształacłi. 

M. KUSOWSKI, S. PEŁCZYŃSKA, H. BLIŹNIAK, H. MOGIELNICKI: Oczyszczanie bizmutu metodą desty-
lacji w wysokiej próżni 

W pracy badano efekty oczyszczania bizmutu w procesie destylacji w wysokiej próżni. Jako materiał wy j -
ściowy stosowano bizmut „czysty" lub bizmut o czystości 99,99%. Procesy destylacji prowadzono 
w próżni rzędu 10" ' i 10"®Tr, przy temperaturze parowania w zakresie 850^1050 C i temperaturze kon-
densacji w zakresie 850^470X . 
Efektywność oczyszczania bizmutu oceniano na podstawie wyn ików analiz metodą spektrometri i mas. 
Określono zachowanie się szeregu pierwiastków w toku procesu destylacji bizmutu, a między innymi 
siarki. 

B. ŁAZOWY: Badanie wpływu głębokiego trawienia chemicznego na jakość powierzchni krzemu 

Badania przeprowadzono na monokrystal icznych, cienkich, nie szl i fowanych płytkach krzemu. Do tra-
wienia używano mieszanin HNO3 - HF - C H 3 C O O H . Usuwano warstwę o grubości 80-126,/im. Spraw-
dzano jakość powierzchni płytek, wielkość błędu płaskorównoległości oraz stopień zaokrąglenia krawę-
dzi i rodzaj uszkodzeń mechanicznych. 
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T. nyKACEBMM, (O. )KMMfl: 
no/iy^oHue MOHOKpucman/ioe us pacm«opoe co/msbtx pacnnasoe (oóaopna^ cmam^) 

Ha npMM*p« KpMCTannoB co crpyioypoM rpanaTo» OROAOPWBMTC» MMTOA KPHCT«N/IH3«M»WI M3 pacTBo 
poB coneawx pacnnasoB. np«ACTABN*HO LAPMMHTW MeroA* KPMCTA/INM3«UTTM M npwMOiiMMyio K HMM 
annaparypy. Cc>o6uta«Tcn 3n«M«HTw reopMM pocra Kpucra/inoB h3 pacTBopoa co / iMwx pacnnaaoa, a 
Taio«e oroBopMBaeTCP xapaKTapMCTMMecKwe a / i " aroro M«TOfla a»4)«KTb< B Kpncrannax. 

M. KyCOaCKM, C. nansWHbCKA, X. BnnabHHK, X. MOrEribHMUKM: Onucmxa aucmyma e npoH»cce 
eoKyyMHoú ducmunrmnuu 

B pa6oTe HccncAOBanHCb « ^ x ^ k t w OMMCTKM BMCMyTa B npokt«cce aaKyyMMoA AMCTMnnnuMM. t>1cxoA-
HWMM MarapManaMM 6w/IM MMCTWM BHCMyT M BMCMyr 99.9%. Hpousccw AHCTMnn»UMM npoaoAMflMCb B aa 
KyyMe nopnAna 10"'m 10'® Toppa npn TeMnaparypax wcnapaMM« B rpa«Muax 850 - 1050 rpa«ycoB no 
Ue/ibCMK) M TeMneparypax KOHAancauMM B rpaMMuax 850-470 rpaAycoa no Ua/ibCMto. 
34>(|>eKTbi OHMCTKM ou»HMBanMCb no peayn^TBTaM ananHaa npoaoAMMoro HB cnaxTOMarp« Macc. Onpe-
aeneHo noaaAeHMe pnoa np^Macañ, M.n. capu. 

B. DASOBbi: Hccnedoeanue enumuH enyôoKoeo xuMunecKoeo mpaenenun ho Ka^ecmeo noeepx-
Hocmu KpeMu» 

H c c n e f l O B a H O M O H O K p u c T a n n u H e c K n e , TOHKne, Heiu/inctioBaHHbie nnuTKH KpeivinH. K TpaaneHnio ôbinn 
McnonsoBaHbi cwecu HNO3-HF-CH3COOH. Cnoíí joniuMHbi 80-126 MM 6bin yaaneH. riposepaHo: Ka^ec-
T B o n o B e p x H O C T M n n n T O K , ÖENUHMHY OUJUÖKM n n o c K o n a p a n n e n b H O C T M , C T e n e n b AAKPYRNEHUN KPOMOK M 

xapaKiep MexaHnnecKnx noBpaKfleHnii. 

http://rcin.org.pl



MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 4(i'8ł - 1979 

T. ŁUKASIEWICZ, J. ŻMIJA: The crystals growth from melted saline solutions (a review article) 

An outl ined growth method and apparatus used in the method of melted saline solut ions are given. 
The basic mechanism of crystals growth and defects in these crystals, characteristic for the method, are 
discussed. 

M. KUSOWSKLS. PEŁCZYŃSKA, H. BLIŹNIAK, H. MOG lELNICKI:/?efrn/>7ii of bizmuth by distillating in 
high vacuum 

Refining effects of bizmuth were investigated in disti l lating processes in high vacuum. „Pure " bizmuth, 
or bizmuth 4N, was used as an init ial material. 
Distil lating processes were run in 10"^ - lO^^Tr vacuum, 850-1050 C evaporate temperatures and 
850-470 C' condensation temperatures. 
Refining efficiency of bizmuth was estimated on the base results of mass analysis - spectrometry met-
hod. 
The behaviour of several elements in the course of disti l lat ing process of bizmuth and sulphur was esti-
mated among other things. 

B. LAZOWY: An investigation of the effect of deep chemical etching on the quality of silicon surface 

Investigations on monocrystal ic, thin, ungrinded, sil icon plates were carried out. The mixtures of 
HNO3 - HF - C H 3 C O O H were used to etching. A f i lm of 80-126./(m thickness was removed. Quality of sur-
face of the plates, quantity of f lat-parallelism error, a degree of edges rounding and a type of mechanical 
failures were checked. 
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